16,28kWp
I

44szt. x 370Wp

9,62kWp

26szt. x 370Wp

panel PV IF1/1A/17

monokrystaliczny
o mocy 370 Wp
P=17x370Wp=6290Wp
Umpp=629'

Impp=10A IxPV _Bmm2

LxPV Bmm2
panel PV IF1/2A/17
monokrystaliczny

1xPV 6mm2

IxPV 6mm2

Impp=10A

panel PV
monokrystaliczny
o na? 370 V?
P=10x 70\</p=3 00Wp
Umpp=370
Uoc=428V

Impp=10A 1xPV 6mm2

IF1/1A72

IF1/1A/1

Rozdzielnla DC:
RF-DC1

ochronniki OC YPV
typ 1 z bezp.
Iscpv=1000A, Ucpv<1000V

— |

Inwerter 19kW

—

IF1/2A/2

IF1/2A/1

—

+ 1A

Wytqeznik OC 4p

16A 1200Vdo ochronniki OC YPV

| DC

z inwertera IF1

IF1/1B/2

IF1/18/1

typ | z bezp.
Iscpv=1000A, Ucpv<1000V L1 NHXMH Sx10mm2
— Le
. + 2A L3
- ' - 2A
Wytqcznk OC 4p .
16A 1200Vdo s Y N
Iscpv=1000A, Ucpv<1000V
=l PE
A C UUTP kat. GA LSOH
- — — — do szafy PD
— + 1B 4

1xPV_6Bmm2

!

[

- 1B __l

Wytqcznk OC 4p
16A 1200Vdc

Do zaciskéw ‘PE’ panell fotowoltalcznych - LgYzo 6mm2 A

panet PV IF2/1A/17

monokrystaliczny
o mocy 370 V),
P=17xg70\l =S£90‘-Ip
Umpp=629'
Uoc=727,6V
Impp=10A

1xPV Bmm2

}

IF2/1A/2 1F2/1A/1

|

Rozdzielnia DC:

IxPV Bmm2

panel PV IF2/18/9

monokrystaliczny

Umpp=333'
UOEESBS,EV

Impp=10A 1xPV 6mm2

IF2/1B/2 IF2/1B/1

LxPV_Bmm2

Rozmieszczenie aparatéw
w rozdzielni RF—DC1

Inwerter IF1

} 320mm

640mm

RF-DC2
ochronnii DC YPV | U/UTP kat. 6A LSOH
typ 1 z bezp.
Iscpv=1000A, Ucpv<1000V ]: —t 8 |-< W |
— + 1A J
— 1 _ —
V);.;Dzlgmg 4p 1A D C z inwertera IF2
c
NHXMH Sx10mm2
L1
L2
+ 2A L3
- 2A
ochronniki OC YPV
typ 1 z bezp. N
Iscpv=1000A, Ucpv<1000V
] PE
— + 1B
— ! _
Wytqcznk DC 4p 1B
16A 1200Vdc

Rozmieszczenie aparatéw
w rozdzielni RF—DC2

640mm

Inwerter IF2

b—— 320mm ——

OZNACZENIE: np. I1/1A/23
I - numer inwentera

1A - numer stringu

23 - numer panela

Obudowy zewngtrzne nascienne:

Stopien ochrony min. IP65, IKO8

Obudowa wykonana z poliweglanu Il wzm. wiSknem szklanym
Gtebokose 179mm, gt. wewnetrzna 157mm

Un>1000V DC, 690V AC

Spetnia narmy dla instalacji fotowoltaicznych

do rozdzielni R6

OZNACZENIA:

+ 1A
-1

+8A

+18
-1

B]o

AC

UWAGA:

Panel PV monokrystaliczny:

P=370W,

Voc=42,8V

Vmpp=37V

Isc=10,82A (znamionowy prqd zwarciowy modutu PV)
Impp=10A

Wytacznik nadprqdowy DC 4p do systeméw PV
Napiecie znamionowe 1200V DC

Znamionowe napiecie izolacji 1500V DC

Praqd znamionowy 13A

Max. strata mocy na biegun 2 W

Przytqczalnosé przewoddbw elastycznych do S0 mm2
Szerokosé modutu 106 mm

Montaz - Na szynie TH35

Zgodnos¢ z normg PN-IEC 60947-2

Ochronnik przepieciowy DC do systembw PV
Typ 1 z bezpiecznikiem

Iscpv=1000A, Ucpv<1000V

Montaz - Na szynie TH35

Pro jektowane inwertery posiadajq parametry:
* dla inwertera 15kW:

max Umppt=B00V, max Udc=1000V, max Immpt=33/33A, max Isc=43/43A.
Spetnione sq zaleznosci:

Umpp < max Umppt

629A < BOOA

Uoc < max Udc

727,6A < 1000A

Impp < max Imppt

20A < 33A

Isc < max Isc

21,64A < 43A

* dla inwertera 8kW:

max Umppt=B00V, max Udc=1000V, max Immpt=15/10A, max Isc=25/15A.
Spetnione sq zaleznosci:

Umpp < max Umppt

629A < 800A

Uoc < max Udc

727,6A < 1000A

Impp < max Imppt

10A =< 10A

Isc < max Isc

10,8A < 15A

Przy wyborze poziomu prqdu znamionowego wytqcznika w rozdzielni RF-DC
musi by¢ spetniona zaleznosé: (1,4xIsc)/1.05<In<(2,0xIsc)/1.3

14,43A < 16A < 16,65A

gdzie In—-prad znamionowy wytacznika

czyli dobiera sie wytqcznik do systeméw fotowoltaicznych 16A
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